I.1.9. Temperaturabhiingigkeit der Elektronenkonzentration

Die Elektronenkonzentration n(7) in n-leitendem Silizium soll fiir drei verschiedene
Temperaturen berechnet werden. Nutzen Sie die gegebenen Gleichungen mit den temperatur-
unabhingigen Parametern: m" = 0,916; m," = 0,197; mny" = 0,537; mn" = 0,153; Wg = 1,11
eV: Na=0; Np=1x10" cm>; W - Wp = 50 meV.
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Skizzieren Sie zunidchst das Bandermodell mit Wi, Wy, Wp und Wi (d. h. Wk bei Eigenleitung)
und bestimmen Sie dann:

a) fir 7o =300 K, 71 = 0,1xTo und T2 = 3xT) unter Verwendung geeigneter Niherungen
(tiberpriifen!) fiir den Boltzmannschen Grenzfall (s. Aufg. 1.1.7) die
Temperaturabhédngigkeit der Elektronen-konzentration n(7), die zugehorigen Locher-
konzentrationen p und

b) die jeweilige Lage der Fermi-Energie Wkr.
Skizzieren Sie n(T) und Wr(T). (Vgl. CWH, Kap. 2.4)
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